P 119, SP 121

Optische Positionssensoren

Die nichtunterteilten optischen Positionssensoren sind in Si-Planartechnologie gefertigt. Das Gehiduse

ist aus Metall-Glas.

Strate indilohe TR ]
Fdche 100 mm® E G15]
Ansehiul Belegung % 3§ .
7 Hateds + e
T S

2 il L» Lide
3 Hetode 7 Z
¢ Amags

AnschluB 1 ist durch andersfarbige Ein-
gchmelzung oder Ferbpunkt gekennzeichnet

Masse: 4,2 g

Bild 1: MaBbild SP 119
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anschluB 1 ist durch andersfarbige Ein-
schmelzung oder Ferbpunkt gekemnzeichnet

Masse: 5 g

Bild 2: MaBbild SP 121




SP 119 sind zweidimensionale, positionsempfindliche, SP 121 1-dimensionale positionsempfindliche Foto-
dioden. Diese Fotodioden zeichnen sich durch eine hohe Empfindlichkeit, geringes Dunkelstromniveau und
gute Homogenit#t der spektralen Empfindlichkeit aus.

Grenzwerte

Kurzzeichen min. max. Einheit .

Sperrgleichspannung
H = -25 %...70 %C U - 25 v

‘Verlustleistung . .
: _ .95 O On- -
A= -25 %c...70 %0 Pirn L 300 mi

Sperrschichttempe- 9
ratup @5 ‘ - 125,

Betriebstemperatur- ’ 49

bereich -15 700 °c

Lagerungstemperatur® P

: - 0
bereich . stg ~25 85 C

Kenngriéfen (J@ = 25 °g)

Kurzzeichen miﬁ.' typ. max. Einheit

Dunkelsperrstrom Ipg

£y =0 Ix

UR = 20V

SP 119 ; ‘ g - 0,2 4 uA
SP 121 7 - 0,2 2 HA

Spektrale )
Empfindlichkeit 53
A= 633 nm
Up = 20V
An,s = 10 nm
RL < 100 Ohm : ) )
SP 119 0,25 0,3 - A/W

5P 121 0,25 0,3 - A7

Spektraler A
Empfindlichkeits-

bereich
= 10
A‘I{[)’g 10 nm

S(A) =10 %5 (A )
Ug= 20V,
R, < 100 Ohm 400 1100 nm

Integrale
Empfindlichkeit S

Ug = 10V
2)
Ey = 1 klx
SP 119 500 900 - phA/klx
SP 121 300 500 - pA/Klx

tot 12
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Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Wellenldnge der max.
Empfindlichkeit A

AJIO’S = 10 nm
R, < 100 Ohm
Ug = 20 V - 900 - nm

Impulsanstiegszeit t tf
und Impulsabfallzeit
Lichtfleckdurch~
messer

=5 mm, = 2,1 mm

(in der Mitte der
aktiven Fléche)

SP 119 - 5 - ps
sP 121 - 60 - ps

Laterale Inhomogenitdt
der Fotostromempfind- S(L)
lichkeit SOy -

Ug = 20V
A = 950 nm

Normlichtart A mit
Bg 19-Filter

Pos. Linearitédtsab- )
weichung L - 2 - %

A= 950 nm
Normlichtart A mit
B 19-Filter

g erer
Lateralwiderstand RB

SP 119 - 30 - kOhm

SP 121 - 200 : - ) kOhm

D beide Anoden verbunden, bei SP 119 auch beide Katoden verbunden.

2) gemessen mit Normlichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geometrischen Achse.

Il
[ § n [ a8 25 Xfmem 30

&b
wfibe

&k
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Bild 4: Homogenitdt der Empfindlichkeit

a) SP 119 b) SP 121

Seor/%BF

8
T

Bild 5: Relative spektrale Empfindlichkeit
a) SP 119 b) SP 121

‘inderungen vorbehalten!
RedaktionsschluB 12/87

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten,
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